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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビームアンテナであって、
　表面に接着された第１導体層および前記第１導体層に電気結合または接続された信号源
を有する第１材料層と、
　表面に接着された少なくとも１つの第１薄膜層を有し、前記第１薄膜層が、
　　　高分子材料で構成された絶縁ゲルと、
　　　有機金属粒子、キレーション、およびエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそ
　　れに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つを含むとともに、レーザーエネルギー
　　により照射された時に活性化されるよう適合され、前記レーザーエネルギーの波長が
　　４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である複数のトリガー粒子と、
　を含む第２材料層と、
　前記第１薄膜層の表面に接着された少なくとも１つの第１放射導体ユニットと、
　前記第１材料層と前記第２材料層の間に配置されるとともに、前記信号源に電気結合ま
たは接続された第１端子、および前記第１放射導体ユニットに電気結合または接続され、
前記ビームアンテナを励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの
通信システム帯域の動作周波数をカバーする第２端子を有するエネルギー伝送導体構造と
、
　を含み、
　前記第１薄膜層は前記第１放射導体ユニットと前記第２材料層との間に設置されたビー
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ムアンテナ。
【請求項２】
　前記第１薄膜層の前記トリガー粒子が、エネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれ
に等しい半導体材料であり、前記半導体材料が、窒化ガリウム（ＧａＮ）、二酸化チタン
（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、硫化亜鉛（Ｚｎ
Ｓ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧ
ａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、または窒化ケイ素（Ｓｉ

3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはその組み合わせである請求項１に記載のビームアンテナ。
【請求項３】
　前記第１薄膜層の前記トリガー粒子が、有機金属粒子であり、前記有機金属粒子の構造
が、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒであり、Ｍが、金属であり、Ｒおよび
Ｒ’が、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基またはカルボン酸基、ハロゲン化アル
キル基、芳香族炭化水素基であり、Ｘが、ハロゲン化合物またはアミン基であり、Ｍが、
金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、またはアルミニウムのうちの１つ、あるいはそ
の組み合わせである請求項１に記載のビームアンテナ。
【請求項４】
　前記第１薄膜層の前記トリガー粒子が、キレーションであり、前記トリガー粒子が、キ
レート剤によりキレート化された金属から形成され、前記キレート剤が、ピロリジンジチ
オカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴ
Ａ（nitrilotri actiate）、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）ニトロ三酢酸、または
ジエチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少なくとも１つであり、前
記金属が、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラジウムのうちの１つ、
あるいはその組み合わせである請求項１に記載のビームアンテナ。
【請求項５】
　前記エネルギー伝送導体構造が、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝
送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィードイン構造、
導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせである請求項１
に記載のビームアンテナ。
【請求項６】
　前記第１薄膜層の前記絶縁ゲルが、９０００ｃＰよりも小さい粘度を有し、前記トリガ
ー粒子が、前記第１薄膜層において前記絶縁ゲルの０．１～２８重量％を構成する請求項
１に記載のビームアンテナ。
【請求項７】
　前記第１材料層と前記第２材料層の間の距離が、前記ビームアンテナにより生成された
最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．３９倍よりも小さい請求項１に記載のビー
ムアンテナ。
【請求項８】
　前記第２材料層の厚さが、前記ビームアンテナにより生成された最低共振モードの最小
動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍である請求項１に記載のビームアンテナ。
【請求項９】
　前記第１薄膜層の厚さが、１０～２９０μｍである請求項１に記載のビームアンテナ。
【請求項１０】
　前記信号源が、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝送線路構造、共平
面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィードイン構造、導体弾性片構造、
または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを介して前記エネルギー伝送導体
構造の前記第１端子に電気結合または接続された請求項１に記載のビームアンテナ。
【請求項１１】
　前記第１放射導体ユニットが、パッチ構造、短絡回路構造、メアンダ構造、スロット構
造、またはスリット構造のうちの１つ、あるいはその組み合わせを有する請求項１に記載
のビームアンテナ。
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【請求項１２】
　ビームアンテナであって、
　表面に接着された第１導体層および前記第１導体層に電気結合または接続された信号源
を有する第１材料層と、
　異なる表面にそれぞれ接着された第１薄膜層および第２薄膜層を有し、前記第１薄膜層
および前記第２薄膜層が、それぞれ、
　　　高分子材料で構成された絶縁ゲルと、
　　　有機金属粒子、キレーション、およびエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそ
　　れに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つを含むとともに、レーザーエネルギー
　　により照射された時に活性化されるよう適合され、前記レーザーエネルギーの波長が
　　４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である複数のトリガー粒子とを含む、
　前記第１薄膜層と前記第２薄膜層の間に配置された第２材料層と、
　前記第１薄膜層の表面に接着された少なくとも１つの第１放射導体ユニットと、
　前記第２材料層との間に設置された前記第２薄膜層の表面に接着され、前記第１放射導
体ユニットが電気結合または接続された少なくとも１つの第２放射導体ユニットと、
　前記第１材料層と前記第２材料層の間に配置されるとともに、前記信号源に電気結合ま
たは接続された第１端子、および前記第１放射導体ユニットに電気結合または接続され、
前記ビームアンテナを励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの
通信システム帯域の動作周波数をカバーする第２端子を有するエネルギー伝送導体構造と
、
　を含み、
　前記第１薄膜層は前記第１放射導体ユニットと前記第２材料層との間に設置されたビー
ムアンテナ。
【請求項１３】
　前記第１薄膜層および前記第２薄膜層の前記トリガー粒子が、エネルギーギャップが３
ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であり、前記半導体材料が、窒化ガリウム（Ｇ
ａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミ
ニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、
または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはその組み合わせである請求項１２
に記載のビームアンテナ。
【請求項１４】
　前記第１薄膜層および前記第２薄膜層の前記トリガー粒子が、有機金属粒子であり、前
記有機金属粒子の構造が、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒであり、Ｍが、
金属であり、ＲおよびＲ’が、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基またはカルボン
酸基、ハロゲン化アルキル基、芳香族炭化水素基であり、Ｘが、ハロゲン化合物またはア
ミン基であり、Ｍが、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、またはアルミニウムのう
ちの１つ、あるいはその組み合わせである請求項１２に記載のビームアンテナ。
【請求項１５】
　前記第１薄膜層および前記第２薄膜層の前記トリガー粒子が、キレーションであり、前
記トリガー粒子が、キレート剤によりキレート化された金属から形成され、前記キレート
剤が、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）、エチレンジアミン四酢
酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ（nitrilotri actiate）、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）
ニトロ三酢酸、またはジエチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少な
くとも１つであり、前記金属が、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラ
ジウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせである請求項１２に記載のビームアンテナ
。
【請求項１６】
　前記エネルギー伝送導体構造が、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝
送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィードイン構造、
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導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせである請求項１
２に記載のビームアンテナ。
【請求項１７】
　前記第１薄膜層および前記第２薄膜層の前記絶縁ゲルが、９０００ｃＰよりも小さい粘
度を有し、前記トリガー粒子が、前記第１薄膜層および前記第２薄膜層において前記絶縁
ゲル０．１～２８重量％を構成する請求項１２に記載のビームアンテナ。
【請求項１８】
　前記第１材料層と前記第２材料層の間の距離が、前記ビームアンテナにより生成された
最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．３９倍よりも小さい請求項１２に記載のビ
ームアンテナ。
【請求項１９】
　前記第２材料層の厚さが、前記ビームアンテナにより生成された最低共振モードの最小
動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍である請求項１２に記載のビームアンテナ。
【請求項２０】
　前記第１薄膜層および前記第２薄膜層の厚さが、１０～２９０μｍである請求項１２に
記載のビームアンテナ。
【請求項２１】
　前記信号源が、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝送線路構造、共平
面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィードイン構造、導体弾性片構造、
または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを介して前記エネルギー伝送導体
構造の前記第１端子に電気結合または接続された請求項１２に記載のビームアンテナ。
【請求項２２】
　前記第１放射導体ユニットが、導波路構造、マイクロストリップ伝送線路構造、共平面
導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、スロット構造、ビアホール導体構造、または整合回
路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを介して前記第２放射導体ユニットに電気結合
または接続された請求項１２に記載のビームアンテナ。
【請求項２３】
　前記第１放射導体ユニットおよび前記第２放射導体ユニットが、パッチ構造、短絡回路
構造、メアンダ構造、スロット構造、またはスリット構造のうちの１つ、あるいはその組
み合わせを有する請求項１２に記載のビームアンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナ放射線エネルギーを向上させることのできるアンテナ設計に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術の急速な発展に伴い、１つの携帯通信デバイスにより多くの無線通信機能
を統合することが必要になった。例えば、無線広域ネットワーク（wireless wide area n
etwork, WWAN）システム、無線パーソナルエリアネットワーク（wireless personal area
 network, WPAN）システム、無線ローカルエリアネットワーク（wireless local area ne
twork, WLAN）システム、多入力多出力（multi-input multi-output, MIMO）システム、
デジタルテレビ放送（digital television broadcasting, DTV）システム、全地球測位シ
ステム（global positioning system, GPS）、通信衛星システム（satellite communicat
ion system）、およびビームフォーミングアンテナアレイシステム（beamforming antenn
a array system）等である。
【０００３】
　内部空間の小さい１つの携帯通信デバイスに異なる無線通信システムのアンテナを統合
しなければならない時、アンテナ放射線特性が減衰する可能性がある。例えば、アンテナ
遠視野放射効率の低下、アンテナパターン最大利得の減少、アンテナエネルギー貯蔵の増
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加、アンテナ媒体およびオーミックロス（ohmic loss）の増加等により、携帯通信デバイ
スのマルチアンテナ統合における技術的困難および挑戦が大幅に増加する。
【０００４】
　従来の技術の可能な技術解決法は、主に、アンテナ素子間に突出した、または切り込み
を入れた金属構造を設計するか、アンテナ素子間の距離を増やしてアンテナ間のエネルギ
ー結合度を増やす方法である。しかしながら、これらの方法は、いずれもマルチアンテナ
システムの全体のサイズを増やす可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内部空間の小さい１つの携帯通信デバイスに異なる無線通信システムのアンテナを統合
する時、アンテナ放射線特性が減衰する可能性がある。例えば、アンテナ遠視野放射効率
の低下、アンテナパターン最大利得の減少、アンテナエネルギー貯蔵の増加、アンテナ媒
体およびオーミックロスの増加等により、携帯通信デバイスのマルチアンテナ統合におけ
る技術的困難および挑戦が大幅に増加する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ビームアンテナを提供する。ビームアンテナは、第１材料層と、第２材料層
と、少なくとも１つの第１放射導体ユニットと、エネルギー伝送導体構造とを含む。第１
材料層は、信号源および第１導体層を有し、第１導体層は、第１材料層の表面に接着され
、信号源は、第１導体層に電気結合または接続される。第２材料層は、少なくとも１つの
第１薄膜層を有し、第１薄膜層は、第２材料層の表面に接着される。第１薄膜層は、さら
に、絶縁ゲルと、複数のトリガー粒子とを含む。絶縁ゲルは、高分子材料である。トリガ
ー粒子は、有機金属粒子、キレーション（chelation）、およびエネルギーギャップが３
ｅＶ（electron-volt）より大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つを
含む。トリガー粒子は、レーザーエネルギーにより照射された時に起動されるよう適合さ
れ、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である。少なくとも１
つの第１放射導体ユニットは、第１薄膜層の表面に接着され、第１薄膜層は、第１放射導
体ユニットと第２材料層の間に設置される。エネルギー伝送導体構造は、第１材料層と第
２材料層の間に配置され、第１端子および第２端子を有する。第１端子は、信号源に電気
結合または接続され、第２端子は、第１放射導体ユニットに電気結合または接続され、ビ
ームアンテナを励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの通信シ
ステム帯域の動作周波数をカバーする。
【０００７】
　別の態様によれば、本発明は、ビームアンテナを提供する。ビームアンテナは、第１材
料層と、第２材料層と、少なくとも１つの第１放射導体ユニットと、少なくとも１つの第
２放射導体ユニットと、エネルギー伝送導体構造とを含む。第１材料層は、信号源および
第１導体層を有し、第１導体層は、第１材料層の表面に接着され、信号源は、第１導体層
に電気結合または接続される。第２材料層は、第２材料層の異なる表面にそれぞれ接着さ
れた第１薄膜層および第２薄膜層を有し、第２材料層は、第１薄膜層と第２薄膜層の間に
設置される。第１および第２薄膜層は、それぞれ、絶縁ゲルと、複数のトリガー粒子とを
含む。絶縁ゲルは、高分子材料である。トリガー粒子は、有機金属粒子、金属キレート（
metal chelate）、およびエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体
材料のうちの少なくとも１つを含む。トリガー粒子は、レーザーエネルギーにより照射さ
れた時に起動されるよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０
ｎｍの間である。少なくとも１つの第１放射導体ユニットは、第１薄膜層の表面に接着さ
れ、第１薄膜層は、第１放射導体ユニットと第２材料層の間に設置される。少なくとも１
つの第２放射導体ユニットは、第２薄膜層の表面に接着され、第２薄膜層は、第２材料層
と第２放射導体ユニットの間に設置され、第１放射導体ユニットは、第２放射導体ユニッ
トに電気結合または接続される。エネルギー伝送導体構造は、第１材料層と第２材料層の
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間に配置され、第１端子および第２端子を有する。第１端子は、信号源に電気結合または
接続され、第２端子は、第１放射導体ユニットに電気結合または接続され、ビームアンテ
ナを励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの通信システム帯域
の動作周波数をカバーする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、媒体およびオーミックロスを効果的に減らし、１つのアンテナ設計の遠視野
放射パターン特性を向上させることのできるアンテナ構造を有するビームアンテナを提供
する。
【０００９】
　本発明の上記および他の目的、特徴、および利点をより分かり易くするため、図面と併
せた幾つかの実施形態を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の１つの実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図２】本発明の別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図３】本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図４】本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図５ａ】本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図５ｂ】図５ａのビームアンテナの反射減衰図である。
【図５ｃ】図５ａのビームアンテナの主ビーム放射パターンを示した図である。
【図６】本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図７】本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図８ａ】本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
【図８ｂ】図８ａのビームアンテナの反射減衰図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、ビームアンテナの例示的実施形態を提供する。ビームアンテナは、特別設計
された薄膜層および導体層を採用して、アンテナ遠視野放射効率を効果的に向上させるこ
とにより、最大アンテナ利得を向上させることができる。ビームアンテナは、また、特別
設計された薄膜層のトリガー粒子を採用して、ビームアンテナの寄生媒体（parasitic me
dia）およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアンテナの遠視野放射
ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させる。
【００１２】
　図１は、本発明の１つの実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。図１に
示すように、ビームアンテナ１は、第１材料層１１と、第１導体層１１２と、第２材料層
１２と、少なくとも１つの第１薄膜層１２１と、少なくとも１つの第１放射導体ユニット
１３と、エネルギー伝送導体構造１４とを含む。第１材料層１１は、信号源１１１および
第１導体層１１２を有し、第１導体層１１２は、第１材料層１１の表面に接着され、信号
源１１１は、第１導体層１１２に電気結合または接続される。第２材料層１２は、少なく
とも１つの第１薄膜層１２１を有し、第１薄膜層１２１は、第２材料層１２の表面に接着
される。第１薄膜層１２１は、絶縁ゲル１２１１と、複数のトリガー粒子１２１２とを含
む。絶縁ゲル１２１１は、高分子材料である。トリガー粒子１２１２は、有機金属粒子、
キレーション、およびエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料
のうちの少なくとも１つを含む。トリガー粒子１２１２は、レーザーエネルギーにより照
射された時に起動されるよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０
８０ｎｍの間である。少なくとも１つの第１放射導体ユニット１３は、第１薄膜層１２１
の表面に接着され、第１薄膜層１２１は、第１放射導体ユニット１３と第２材料層１２の
間に設置される。エネルギー伝送導体構造１４は、第１材料層１１と第２材料層１２の間
に配置され、第１端子１４１および第２端子１４２を有する。第１端子１４１は、信号源
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１１１に電気結合または接続され、第２端子１４２は、第１放射導体ユニット１３に電気
結合または接続され、ビームアンテナ１を励起して少なくとも１つの共振モードを生成し
、少なくとも１つの通信システム帯域の動作周波数をカバーする。
【００１３】
　ビームアンテナ１は、特別設計された第１薄膜層１２１および第１導体層１１２を採用
して、第１放射導体ユニット１３の遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアン
テナ１の最大利得を向上させる。ビームアンテナ１は、また、第１薄膜層１２１のトリガ
ー粒子１２１２および絶縁ゲル１２１１の重量％を設計することによって、第１放射導体
ユニット１３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアン
テナ１の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。ト
リガー粒子１２１２は、ビームアンテナ１の第１薄膜層１２１において絶縁ゲル１２１１
の０．１～２８重量％を構成し、第１薄膜層１２１の絶縁ゲル１２１１は、９０００ｃＰ
（centipoise）よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層１２の厚さｔは、ビ
ームアンテナ１により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～
０．１５倍である。第１薄膜層１２１の厚さｄ１は、１０～２９０μｍである。このよう
にして、第１放射導体ユニット１３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして
、ビームアンテナ１の全体的放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ１の遠視
野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。第１材料層１１
と第２材料層１２の間の距離ｓは、ビームアンテナ１により生成された最低共振モードの
最小動作周波数の波長の０．３９倍よりも小さい。このようにして、ビームアンテナ１の
指向性を上げて、エネルギー伝送導体構造１４により生じる伝送損失を効果的に減らすこ
とにより、ビームアンテナ１の最大利得を向上させる。
【００１４】
　ビームアンテナ１における第１薄膜層１２１のトリガー粒子１２１２は、エネルギーギ
ャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であってもよく、窒化ガリウム（ga
llium nitride, GaN）、二酸化チタン（titanium dioxide, TiO2）、窒化アルミニウム（
aluminum nitride, AlN）、二酸化ケイ素（silicon dioxide, SiO2）、硫化亜鉛（zinc s
ulfide, ZnS）、酸化亜鉛（zinc oxide, ZnO）、炭化ケイ素（silicon carbide, SiC）、
窒化アルミニウムガリウム（aluminum gallium nitride, AlGaN）、酸化アルミニウム（a
luminum oxide, Al2O3）、窒化ホウ素（boron nitride, BN）、または窒化ケイ素（silic
on nitride, Si3N4）のうちの１つ、あるいはその組み合わである。
【００１５】
　さらに、ビームアンテナ１における第１薄膜層１２１のトリガー粒子１２１２は、Ｒ－
Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ、またはＲ－Ｍ－Ｒ’の構造を有する有機金属粒子であってもよく、
Ｍは、金属であり、ＲおよびＲ’は、シクロアルキル基（cycloalkyl group）、アルキル
基（alkyl group）、複素環基（heterocycle group）またはカルボン酸基（carboxylic a
cid group）、ハロゲン化アルキル基（alkyl halide group）、芳香族炭化水素基（aroma
tic hydrocarbon group）であり、Ｘは、ハロゲン化合物（halogen compound）またはア
ミン基（amine group）である。さらに、Ｍは、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀
、またはアルミニウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。このよう
にして、第１放射導体ユニット１３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして
、ビームアンテナ１の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ１の遠視野放射
ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００１６】
　ビームアンテナ１における第１薄膜層１２１のトリガー粒子１２１２は、また、キレー
ト剤によりキレート化された金属から形成されたキレーションであってもよい。キレート
剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ammonium pyrrolidine dithiocarba
mate, APDC）、エチレンジアミン四酢酸（ehtylenediaminetetraacetic acid, EDTA）、
ＮＴＡ（nitrilotri actiate）、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）ニトロ三酢酸、ま
たはジエチレントリアミペンタアセテート酸（diethylenetriamine pentaacetic acid, D
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TPA）のうちの少なくとも１つであり、金属は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケ
ル、またはパラジウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせである。このようにして、
第１放射導体ユニット１３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らしてビームア
ンテナ１の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ１の遠視野放射ビームのパ
ターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００１７】
　ビームアンテナ１のエネルギー伝送導体構造１４は、ポゴピン・フィードイン（pogo-p
in feed-in）構造であってもよく、エネルギー伝送導体構造１４は、ビームアンテナ１を
効果的に励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つ通信システム帯
域の動作周波数をカバーすることができる。エネルギー伝送導体構造１４は、また、導波
路構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワ
イヤ（bi-wire）伝送線構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいは
その組み合わせであってもよく、いずれもビームアンテナ１において同じ効果を達成する
ことができる。
【００１８】
　さらに、ビームアンテナ１の信号源１１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロ
ストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィー
ドイン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを
介してエネルギー伝送導体構造１４の第１端子１４１に電気結合または接続されてもよく
、いずれもビームアンテナ１において同じ効果を達成することができる。
【００１９】
　さらに、ビームアンテナ１の第１放射導体ユニット１３は、パッチ構造、短絡回路構造
、メアンダ構造（meandering structure）、スロット構造、スリット構造、またはギャッ
プ構造のうちの１つ、あるいはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ
１において同じ効果を達成することができる。
【００２０】
　ビームアンテナ１により生成される共振モードは、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）
システム、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）システム、無線ローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システム、デジタルテ
レビ放送（ＤＴＶ）システム、全地球測位システム（ＧＰＳ）、通信衛星システム、およ
びビームフォーミングアンテナアレイシステム、あるいは他の無線またはモバイル通信シ
ステムの動作周波数をカバーするよう設計される。
【００２１】
　図２は、本発明の別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。図２に示
すように、ビームアンテナ２は、第１材料層２１と、第１導体層２１２と、第２材料層２
２と、第１薄膜層２２１と、第２薄膜層２２２と、少なくとも１つの第１放射導体ユニッ
ト２３と、少なくとも１つの第２放射導体ユニット２４と、エネルギー伝送導体構造２５
とを含む。第１材料層２１は、信号源２１１および第１導体層２１２を有し、第１導体層
２１２は、第１材料層２１の表面に接着され、信号源２１１は、第１導体層２１２に電気
結合または接続される。第２材料層２２は、第２材料層２２の異なる表面にそれぞれ接着
された第１薄膜層２２１および第２薄膜層２２２を有し、第２材料層２２は、第１薄膜層
２２１と第２薄膜層２２２の間に設置される。第１薄膜層２２１および第２薄膜層２２２
は、それぞれ、絶縁ゲル２２１１、２２２１と、複数のトリガー粒子２２１２、２２２２
とを含む。絶縁ゲル２２１１および２２２１は、高分子材料である。トリガー粒子２２１
２および２２２２は、有機金属粒子、キレーション、およびエネルギーギャップが３ｅＶ
より大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つで構成されてもよい。トリ
ガー粒子２２１２および２２２２は、レーザーエネルギーにより照射された時に起動され
るよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である。
少なくとも１つの第１放射導体ユニット２３は、第１薄膜層２２１の表面に接着され、第
１薄膜層２２１は、第１放射導体ユニット２３と第２材料層２２の間に設置される。少な
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くとも１つの第２放射導体ユニット２４は、第２薄膜層２２２の表面に接着され、第２薄
膜層２２２は、第２材料層２２と第２放射導体ユニット２４の間に設置される。第１放射
導体ユニット２３は、スロット構造２３１を介して第２放射導体ユニット２４に電気結合
される。エネルギー伝送導体構造２５は、第１材料層２１と第２材料層２２の間に設置さ
れた導波路構造であり、第１端子２５１および第２端子２５２を有する。第１端子２５１
は、マイクロストリップ伝送線構造２１３を介して信号源２１１に電気結合され、第２端
子２５２は、第１放射導体ユニット２３のスロット構造２３１に電気結合され、ビームア
ンテナ２を励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの通信システ
ム帯域の動作周波数をカバーする。
【００２２】
　ビームアンテナ２は、特別設計された第１および第２薄膜層２２１、２２２および第１
導体層２１２を採用して、第１および第２放射導体ユニット２３、２４の遠視野放射効率
を向上させることにより、ビームアンテナ２の最大利得を向上させる。ビームアンテナ２
は、また、第１および第２薄膜層２２１、２２２におけるトリガー粒子２２１２、２２２
２および絶縁ゲル２２１１、２２２１の重量％を設計することによって、第１および第２
放射導体ユニット２３、２４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことによ
り、ビームアンテナ２の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させるこ
とができる。トリガー粒子２２１２、２２２２は、ビームアンテナ２の第１および第２薄
膜層２２１、２２２において絶縁ゲル２２１１、２２２１の０．１～２８重量％を構成し
、第１および第２薄膜層２２１、２２２の絶縁ゲル２２１１、２２２１は、９０００ｃＰ
よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層２２の厚さｔは、ビームアンテナ２
により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍であ
る。第１および第２薄膜層２２１、２２２の厚さｄ１およびｄ２は、いずれも１０～２９
０μｍである。このようにして、第１および第２放射導体ユニット２３、２４の寄生媒体
およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ２の全体的放射効率を向上さ
せることにより、ビームアンテナ２の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に
向上させることができる。第１材料層２１と第２材料層２２の間の距離ｓは、ビームアン
テナ２により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．３９倍よりも小さ
い。このようにして、ビームアンテナ２の指向性を上げて、エネルギー伝送導体構造２５
により生じる伝送損失を効果的に減らすことにより、ビームアンテナ２の最大利得を向上
させる。
【００２３】
　ビームアンテナ２における第１および第２薄膜層２２１、２２２のトリガー粒子２２１
２、２２２２は、エネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であ
ってもよく、窒化ガリウム（ＧａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（
ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化
ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ

2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはそ
の組み合わせである。さらに、ビームアンテナ２における第１および第２薄膜層２２１、
２２２のトリガー粒子２２１２、２２２２は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ、またはＲ－Ｍ－
Ｒ’の構造を有する有機金属粒子であってもよく、Ｍは、金属であり、ＲおよびＲ’は、
シクロアルキル基、アルキル基、複素環基またはカルボン酸基、ハロゲン化アルキル基、
芳香族炭化水素基であり、Ｘは、ハロゲン化合物またはアミン基である。さらに、Ｍは、
金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、またはアルミニウムのうちの１つ、あるいはそ
の組み合わせであってもよい。このようにして、第１および第２放射導体ユニット２３、
２４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ２の放射効率
を向上させることにより、ビームアンテナ２の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を
効果的に向上させることができる。
【００２４】
　ビームアンテナ２における第１および第２薄膜層２２１、２２２のトリガー粒子２２１
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２、２２２２は、また、キレート剤によりキレート化された金属から形成されたキレーシ
ョンであってもよい。キレート剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰ
ＤＣ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメ
チル）ニトロ三酢酸、またはジエチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうち
の少なくとも１つであり、金属は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパ
ラジウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせである。このようにして、第１および第
２放射導体ユニット２３、２４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビ
ームアンテナ２の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ２の遠視野放射ビー
ムのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００２５】
　ビームアンテナ１と比較して、ビームアンテナ２では、第２薄膜層２２２および第２放
射導体ユニット２４が第２材料層２２の別の表面に追加で構成されているが、ビームアン
テナ２も第１および第２薄膜層２２１、２２２におけるトリガー粒子２２１２、２２２２
および絶縁ゲル２２１１、２２２１の重量％を設計することによって、第１および第２放
射導体ユニット２３、２４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより
、ビームアンテナ２の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させること
ができる。ビームアンテナ２は、また、第１および第２薄膜層２２１、２２２の厚さｄ１
およびｄ２によって第１および第２放射導体ユニット２３、２４のまばらな寄生媒体およ
びオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアンテナ２の全体的放射効率を向
上させることができる。さらに、ビームアンテナ２は、また、第１材料層２１と第２材料
層２２の間の距離ｓによってビームアンテナ２の指向性を上げることにより、エネルギー
伝送導体構造２５により生じる伝送損失を効果的に減らし、ビームアンテナ２の最大利得
を向上させることができる。そのため、ビームアンテナ２もビームアンテナ１と同じ効果
を達成することができる。
【００２６】
　ビームアンテナ２のエネルギー伝送導体構造２５は、導波路構造であってもよく、ビー
ムアンテナ２を効果的に励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つ
通信システム帯域の動作周波数をカバーすることができる。エネルギー伝送導体構造２５
は、また、ポゴピン・フィードイン構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝送線路
構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、導体弾性片構造、または整合回路のう
ちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビームアンテナ２において
同じ効果を達成することができる。
【００２７】
　ビームアンテナ２の信号源２１１は、マイクロストリップ伝送線路構造２１３を介して
エネルギー伝送導体構造２５の第１端子２５１に電気結合または接続される。しかしなが
ら、信号源２１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送
線構造、ポゴピン・フィードイン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、
あるいはその組み合わせを介してエネルギー伝送導体構造２５の第１端子２５１に電気結
合または接続されてもよく、いずれもビームアンテナ２において同じ効果を達成すること
ができる。
【００２８】
　さらに、ビームアンテナ２において、第１放射導体ユニット２３は、スロット構造２３
１を介して第２放射導体ユニット２４に電気結合される。しかしながら、第１放射導体ユ
ニット２３は、導波路構造、マイクロストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイ
ワイヤ伝送線構造、ビアホール（via-hole）導体構造、または整合回路のうちの１つ、あ
るいはその組み合わせを介して第２放射導体ユニット２４に電気結合または接続されても
よく、いずれもビームアンテナ２において同じ効果を達成することができる。
【００２９】
　さらに、ビームアンテナ２の第１および第２放射導体ユニット２３、２４は、パッチ構
造、短絡回路構造、メアンダ構造、スロット構造、スリット構造、またはギャップ構造の
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うちの１つ、あるいはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ２におい
て同じ効果を達成することができる。
【００３０】
　ビームアンテナ２により生成される共振モードは、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）
システム、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）システム、無線ローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システム、デジタルテ
レビ放送（ＤＴＶ）システム、全地球測位システム（ＧＰＳ）、通信衛星システム、およ
びビームフォーミングアンテナアレイシステム、あるいは他の無線またはモバイル通信シ
ステムの動作周波数をカバーするよう設計される。
【００３１】
　図３は、本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。図
３に示すように、ビームアンテナ３は、第１材料層３１と、第１導体層３１２と、第２材
料層３２と、第１薄膜層３２１と、第２薄膜層３２２と、少なくとも１つの第１放射導体
ユニット３３と、複数の第２放射導体ユニット３４１、３４２、３４３、３４４と、エネ
ルギー伝送導体構造３５とを含む。第１材料層３１は、信号源３１１および第１導体層３
１２を有し、第１導体層３１２は、第１材料層３１の表面に接着され、信号源３１１は、
第１導体層３１２に電気結合または接続される。第２材料層３２は、第２材料層３２の異
なる表面にそれぞれ接着された第１薄膜層３２１および第２薄膜層３２２を有し、第２材
料層３２は、第１薄膜層３２１と第２薄膜層３２２の間に設置される。第１薄膜層３２１
および第２薄膜層３２２は、それぞれ、絶縁ゲル３２１１、３２２１と、複数のトリガー
粒子３２１２、３２２２とを含む。絶縁ゲル３２１１および３２２１は、高分子材料であ
る。トリガー粒子３２１２および３２２２は、有機金属粒子、キレーション、およびエネ
ルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つを
含む。トリガー粒子３２１２および３２２２は、レーザーエネルギーにより照射された時
に起動されるよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの
間である。少なくとも１つの第１放射導体ユニット３３は、第１薄膜層３２１の表面に接
着され、第１薄膜層３２１は、第１放射導体ユニット３３と第２材料層３２の間に設置さ
れる。複数の第２放射導体ユニット３４１、３４２、３４３、３４４は、第２薄膜層３２
２の表面に接着され、第２薄膜層３２２は、第２材料層３２と複数の第２放射導体ユニッ
ト３４１、３４２、３４３、３４４の間に設置される。第１放射導体ユニット３３は、共
表面導波路構造３３１およびビアホール導体構造３３２を介して複数の第２放射導体ユニ
ット３４１、３４２、３４３、３４４に電気結合される。第２放射導体ユニット３４１、
３４２、３４３、３４４は、互いに電気接続される。エネルギー伝送導体構造３５は、第
１材料層３１と第２材料層３２の間に設置されたバイワイヤ伝送線構造であり、第１端子
３５１および第２端子３５２を有する。第１端子３５１は、マイクロストリップ伝送線構
造３１３を介して信号源３１１に電気結合され、第２端子３５２は、第１放射導体ユニッ
ト３３の共表面導波路構造３３１に電気結合され、ビームアンテナ３を励起して少なくと
も１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの通信システム帯域の動作周波数をカバー
する。
【００３２】
　ビームアンテナ３は、特別設計された第１および第２薄膜層３２１、３２２および第１
導体層３１２を採用して、第１放射導体ユニット３３および第２放射導体ユニット３４１
、３４２、３４３、３４４の遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ３
の最大利得を向上させる。ビームアンテナ３は、また、第１および第２薄膜層３２１、３
２２におけるトリガー粒子３２１２、３２２２および絶縁ゲル３２１１、３２２１の重量
％を設計することによって、第１放射導体ユニット３３および第２放射導体ユニット３４
１、３４２、３４３、３４４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことによ
り、ビームアンテナ３の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させるこ
とができる。トリガー粒子３２１２、３２２２は、ビームアンテナ３の第１および第２薄
膜層３２１、３２２において絶縁ゲル３２１１、３２２１の０．１～２８重量％を構成し



(12) JP 6200934 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

、第１および第２薄膜層３２１、３２２の絶縁ゲル３２１１、３２２１は、９０００ｃＰ
よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層３２の厚さｔは、ビームアンテナ３
により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍であ
る。第１および第２薄膜層３２１、３２２の厚さｄ１およびｄ２は、いずれも１０～２９
０μｍである。このようにして、第１放射導体ユニット３３および第２放射導体ユニット
３４１、３４２、３４３、３４４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、
ビームアンテナ３の全体的放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ３の遠視野
放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。第１材料層３１と
第２材料層３２の間の距離ｓは、ビームアンテナ３により生成された最低共振モードの最
小動作周波数の波長の０．３９倍よりも小さい。このようにして、ビームアンテナ３の指
向性を上げて、エネルギー伝送導体構造３５により生じる伝送損失を効果的に減らすこと
により、ビームアンテナ３の最大利得を向上させる。
【００３３】
　ビームアンテナ３における第１および第２薄膜層３２１、３２２のトリガー粒子３２１
２、３２２２は、エネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であ
ってもよく、窒化ガリウム（ＧａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（
ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化
ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ

2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはそ
の組み合わせである。さらに、ビームアンテナ３における第１および第２薄膜層３２１、
３２２のトリガー粒子３２１２、３２２２は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ、またはＲ－Ｍ－
Ｒ’の構造を有する有機金属粒子であってもよく、Ｍは、金属であり、ＲおよびＲ’は、
シクロアルキル基、アルキル基、複素環基またはカルボン酸基、ハロゲン化アルキル基、
芳香族炭化水素基であり、Ｘは、ハロゲン化合物またはアミン基である。さらに、Ｍは、
金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、またはアルミニウムのうちの１つ、あるいはそ
の組み合わせであってもよい。このようにして、第１放射導体ユニット３３および第２放
射導体ユニット３４１、３４２、３４３、３４４の寄生媒体およびオーミックロスを効果
的に減らして、ビームアンテナ３の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ３
の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００３４】
　ビームアンテナ３における第１および第２薄膜層３２１、３２２のトリガー粒子３２１
２、３２２２は、キレート剤によりキレート化された金属から形成されたキレーションで
あってもよい。キレート剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）
、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）
ニトロ三酢酸、またはジエチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少な
くとも１つであり、金属は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラジウ
ムのうちの１つ、あるいはその組み合わせである。このようにして、第１放射導体ユニッ
ト３３および第２放射導体ユニット３４１、３４２、３４３、３４４の寄生媒体およびオ
ーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ３の放射効率を向上させることにより
、ビームアンテナ３の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させること
ができる。
【００３５】
　ビームアンテナ２と比較して、ビームアンテナ３は、複数の第２放射導体ユニット３４
１、３４２、３４３、３４４で構成される。しかしながら、ビームアンテナ３も第１およ
び第２薄膜層３２１、３２２におけるトリガー粒子３２１２、３２２２および絶縁ゲル３
２１１、３２２１の重量％を設計することによって、第１放射導体ユニット３３および第
２放射導体ユニット３４１、３４２、３４３、３４４の寄生媒体およびオーミックロスを
効果的に減らすことにより、ビームアンテナ３の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲
を効果的に向上させることができる。ビームアンテナ３は、また、第１および第２薄膜層
３２１、３２２の厚さｄ１およびｄ２によって第１放射導体ユニット３３および第２放射
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導体ユニット３４１、３４２、３４３、３４４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的
に減らすことにより、ビームアンテナ３の全体的放射効率を向上させることができる。さ
らに、ビームアンテナ３は、また、第１材料層３１と第２材料層３２の間の距離ｓによっ
てビームアンテナ３の指向性を上げることにより、エネルギー伝送導体構造３５により生
じる伝送損失を効果的に減らし、ビームアンテナ３の最大利得を向上させることができる
。そのため、ビームアンテナ３もビームアンテナ２と同じ効果を達成することができる。
【００３６】
　ビームアンテナ３のエネルギー伝送導体構造３５は、バイワイヤ伝送線構造であり、ビ
ームアンテナ３を効果的に励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１
つ通信システム帯域の動作周波数をカバーすることができる。エネルギー伝送導体構造３
５は、また、ポゴピン・フィードイン構造、同軸伝送線構造、マイクロストリップ伝送線
路構造、共平面導波路構造、導波路構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ
、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビームアンテナ３において同じ効果
を達成することができる。
【００３７】
　ビームアンテナ３の信号源３１１は、マイクロストリップ伝送線路構造３１３を介して
エネルギー伝送導体構造３５の第１端子３５１に電気結合または接続される。しかしなが
ら、信号源３１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送
線構造、ポゴピン・フィードイン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、
あるいはその組み合わせを介してエネルギー伝送導体構造３５の第１端子３５１に電気結
合または接続されてもよく、いずれもビームアンテナ３において同じ効果を達成すること
ができる。
【００３８】
　さらに、ビームアンテナ３において、第１放射導体ユニット３３は、共平面導波路構造
３３１およびビアホール導体構造３３２を介して第２放射導体ユニット３４１、３４２、
３４３、３４４に電気結合される。しかしながら、第１放射導体ユニット３３は、導波路
構造、マイクロストリップ伝送線路構造、スロット構造、バイワイヤ伝送線構造、または
整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを介して第２放射導体ユニット３４１、
３４２、３４３、３４４に電気結合または接続されてもよく、いずれもビームアンテナ３
において同じ効果を達成することができる。
【００３９】
　ビームアンテナ３の第１放射導体ユニット３３および第２放射導体ユニット３４１、３
４２、３４３、３４４は、パッチ構造、短絡回路構造、メアンダ構造、スロット構造、ス
リット構造、またはギャップ構造のうちの１つ、あるいはその組み合わせを有してもよく
、いずれもビームアンテナ３において同じ効果を達成することができる。
【００４０】
　図４は、本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。図
４に示すように、ビームアンテナ４は、第１材料層４１と、第１導体層４１２と、第２材
料層４２と、少なくとも１つの第１薄膜層４２１と、少なくとも１つの第１放射導体ユニ
ット４３と、エネルギー伝送導体構造４４とを含む。第１材料層４１は、信号源４１１お
よび第１導体層４１２を有し、第１導体層４１２は、第１材料層４１の表面に接着され、
信号源４１１は、第１導体層４１２に電気結合または接続される。第２材料層４２は、第
２材料層４２の表面に接着された少なくとも１つの第１薄膜層４２１をする。第１薄膜層
４２１は、絶縁ゲル４２１１と、複数のトリガー粒子４２１２とを含む。絶縁ゲル４２１
１は、高分子材料である。トリガー粒子４２１２は、有機金属粒子、キレーション、およ
びエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくとも
１つを含む。トリガー粒子４２１２は、レーザーエネルギーにより照射された時に起動さ
れるよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である
。少なくとも１つの第１放射導体ユニット４３は、第１薄膜層４２１の表面に接着され、
第１薄膜層４２１は、第１放射導体ユニット４３と第２材料層４２の間に設置される。エ
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ネルギー伝送導体構造４４は、第１材料層４１と第２材料層４２の間に設置されたポゴピ
ンフォードイン構造であり、第１端子４４１および第２端子４４２を有する。第１端子４
４１は、信号源４１１に電気接続され、第２端子４４２は、第１放射導体ユニット４３に
電気接続され、ビームアンテナ４を励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少な
くとも１つの通信システム帯域の動作周波数をカバーする。
【００４１】
　ビームアンテナ４は、特別設計された第１薄膜層４２１および第１導体層４１２を採用
して、第１放射導体ユニット４３の遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアン
テナ４の最大利得を向上させる。ビームアンテナ４は、また、第１薄膜層４２１における
トリガー粒子４２１２および絶縁ゲル４２１１の重量％を設計することによって、第１放
射導体ユニット４３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビー
ムアンテナ４の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができ
る。トリガー粒子４２１２は、ビームアンテナ４の第１薄膜層４２１において絶縁ゲル４
２１１の０．１～２８重量％を構成し、第１薄膜層４２１の絶縁ゲル４２１１は、９００
０ｃＰよりも小さい粘度を有することができる。第２材料層４２の厚さｔは、ビームアン
テナ４により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５
倍である。第１薄膜層４２１の厚さｄ１は、１０～２９０μｍである。このようにして、
第１放射導体ユニット４３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビーム
アンテナ４の全体的放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ４の遠視野放射ビ
ームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。第１材料層４１と第２材
料層４２の間の距離ｓは、ビームアンテナ４により生成された最低共振モードの最小動作
周波数の波長の０．３９倍よりも小さい。このようにして、ビームアンテナ４の指向性を
上げて、エネルギー伝送導体構造４４により生じる伝送損失を効果的に減らすことにより
、ビームアンテナ４の最大利得を向上させる。
【００４２】
　ビームアンテナ４における第１薄膜層４２１のトリガー粒子４２１２は、エネルギーギ
ャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であってもよく、窒化ガリウム（Ｇ
ａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミ
ニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、
または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはその組み合わせである。さらに、
ビームアンテナ４における第１薄膜層４２１のトリガー粒子４２１２は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ
－Ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒの構造を有する有機金属粒子であってもよく、Ｍは、金属
であり、ＲおよびＲ’は、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基またはカルボン酸基
、ハロゲン化アルキル基、芳香族炭化水素基であってもよく、Ｘは、ハロゲン化合物また
はアミン基である。さらに、Ｍは、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、またはアル
ミニウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。このようにして、第１
放射導体ユニット４３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアン
テナ４の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ４の遠視野放射ビームのパタ
ーンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００４３】
　ビームアンテナ４における第１薄膜層４２１のトリガー粒子４２１２は、キレート剤に
よりキレート化された金属から形成されたキレーションであってもよい。キレート剤は、
ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）、エチレンジアミン四酢酸（Ｅ
ＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）ニトロ三酢酸、またはジエチレ
ントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少なくとも１つであり、金属は、金
、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラジウムのうちの１つ、あるいはその
組み合わせであってもよい。このようにして、第１放射導体ユニット４３の寄生媒体およ
びオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ４の放射効率を向上させることに
より、ビームアンテナ４の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させる
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ことができる。
【００４４】
　ビームアンテナ１と比較して、ビームアンテナ４では、第２材料層４２、第１薄膜層４
２１および第１放射導体ユニット４３の配置方向がビームアンテナ１と異なるが、ビーム
アンテナ４も第１薄膜層４２１におけるトリガー粒子４２１２および絶縁ゲル４２１１の
重量％を設計することによって、第１放射導体ユニット４３の寄生媒体およびオーミック
ロスを効果的に減らすことにより、ビームアンテナ４の遠視野放射ビームのパターンカバ
ー範囲を効果的に向上させる。ビームアンテナ４は、また、第１薄膜層４２１の厚さｄ１
によって第１放射導体ユニット４３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすこ
とにより、ビームアンテナ４の全体的放射効率を向上させることができる。さらに、ビー
ムアンテナ４は、また、第１材料層４１と第２材料層４２の間の距離ｓによってビームア
ンテナ４の指向性を上げることにより、エネルギー伝送導体構造４４により生じる伝送損
失を効果的に減らし、ビームアンテナ４の最大利得を向上させることができる。そのため
、ビームアンテナ４もビームアンテナ１と同じ効果を達成することができる。
【００４５】
　ビームアンテナ４のエネルギー伝送導体構造４４は、ポゴピン・フィードイン構造であ
り、エネルギー伝送導体構造４４は、ビームアンテナ４を効果的に励起して少なくとも１
つの共振モードを生成し、少なくとも１つ通信システム帯域の動作周波数をカバーするこ
とができる。エネルギー伝送導体構造４４は、また、導波路構造、同軸伝送線構造、マイ
クロストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、導体弾性片構
造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビ
ームアンテナ４において同じ効果を達成することができる。
【００４６】
　さらに、ビームアンテナ４の信号源４１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロ
ストリップ伝送線構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィード
イン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを介
してエネルギー伝送導体構造４４の第１端子４４１に電気結合または接続されてもよく、
いずれもビームアンテナ４において同じ効果を達成することができる。
【００４７】
　さらに、ビームアンテナ４の第１放射導体ユニット４３は、パッチ構造、短絡回路構造
、メアンダ構造、スロット構造、スリット構造、またはギャップ構造のうちの１つ、ある
いはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ４において同じ効果を達成
することができる。
【００４８】
　図５ａは、本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
図５ａに示すように、ビームアンテナ５は、第１材料層５１と、第１導体層５１２と、第
２材料層５２と、第１薄膜層５２１と、第２薄膜層５２２と、少なくとも１つの第１放射
導体ユニット５３と、少なくとも１つの第２放射導体ユニット５４と、エネルギー伝送導
体構造５５とを含む。第１材料層５１は、信号源５１１および第１導体層５１２を有し、
第１導体層５１２は、第１材料層５１の表面に接着され、信号源５１１は、第１導体層５
１２に電気結合または接続される。第２材料層５２は、第２材料層５２の異なる表面にそ
れぞれ接着された第１薄膜層５２１および第２薄膜層５２２を有し、第２材料層５２は、
第１薄膜層５２１と第２薄膜層５２２の間に設置される。第１薄膜層５２１および第２薄
膜層５２２は、それぞれ、絶縁ゲル５２１１、５２２１と、複数のトリガー粒子５２１２
、５２２２とを含む。絶縁ゲル５２１１および５２２１は、高分子材料である。トリガー
粒子５２１２および５２２２は、有機金属粒子、キレーション、およびエネルギーギャッ
プが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つを含む。トリガ
ー粒子５２１２および５２２２は、レーザーエネルギーにより照射された時に起動される
よう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である。少
なくとも１つの第１放射導体ユニット５３は、第１薄膜層５２１の表面に接着され、第１
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薄膜層５２１は、第１放射導体ユニット５３と第２材料層５２の間に設置される。少なく
とも１つの第２放射導体ユニット５４は、第２薄膜層５２２の表面に接着され、第２薄膜
層５２２は、第２材料層５２と第２放射導体ユニット５４の間に設置される。第１放射導
体ユニット５３は、共平面導波路構造５３１を介して第２放射導体ユニット５４に電気結
合または接続される。エネルギー伝送導体構造５５は、第１材料層５１と第２材料層５２
の間に設置された導波路構造であり、第１端子５５１および第２端子５５２を有する。第
１端子５５１は、整合回路５６を介して信号源５１１に電気結合され、第２端子５５２は
、第１放射導体ユニット５３の共平面導波路構造５３１に電気結合され、ビームアンテナ
５を励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１つの通信システム帯域
の動作周波数をカバーする。
【００４９】
　図５ｂは、図５ａのビームアンテナの反射減衰図である。図５ｂに示すように、ビーム
アンテナ５は、少なくとも１つの共振モードを生成して、１１ＧＨｚの通信システムの動
作周波数をカバーする。図５ｃは、図５ａのビームアンテナの主ビーム放射パターン５８
を示した図である。図５ｂは、少なくとも１つの通信システム帯域の動作周波数をカバー
するビームアンテナ５によって生成された少なくとも１つの共振モードの単なる例であり
、本発明の実施形態を限定するものではない。ビームアンテナ５によって生成される共振
モードは、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）システム、無線パーソナルエリアネットワ
ーク（ＷＰＡＮ）システム、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）システム、多
入力多出力（ＭＩＭＯ）システム、デジタルテレビ放送（ＤＴＶ）システム、全地球測位
システム（ＧＰＳ）、通信衛星システム、およびビームフォーミングアンテナアレイシス
テム、あるいは他の無線またはモバイル通信システムの動作周波数をカバーするよう設計
される。
【００５０】
　ビームアンテナ５は、特別設計された第１および第２薄膜層５２１、５２２および第１
導体層５１２を採用して、第１および第２放射導体ユニット５３、５４の遠視野放射効率
を向上させることにより、ビームアンテナ５の最大利得を向上させる。ビームアンテナ５
は、また、第１および第２薄膜層５２１、５２２におけるトリガー粒子５２１２、５２２
２および絶縁ゲル５２１１、５２２１の重量％を設計することによって、第１および第２
放射導体ユニット５３、５４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことによ
り、ビームアンテナ５の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させるこ
とができる。トリガー粒子５２１２、５２２２は、ビームアンテナ５の第１および第２薄
膜層５２１、５２２において絶縁ゲル５２１１、５２２１の０．１～２８重量％を構成し
、第１および第２薄膜層５２１、５２２の絶縁ゲル５２１１、５２２１は、９０００ｃＰ
よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層５２の厚さｔは、ビームアンテナ５
により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍であ
る。第１および第２薄膜層５２１、５２２の厚さｄ１およびｄ２は、いずれも１０～２９
０μｍである。このようにして、第１および第２放射導体ユニット５３、５４の寄生媒体
およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ５の全体的放射効率を向上さ
せることにより、ビームアンテナ５の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に
向上させることができる。第１材料層５１と第２材料層５２の間の距離ｓは、ビームアン
テナ５により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．３９倍よりも小さ
い。このようにして、ビームアンテナ５の指向性を上げて、エネルギー伝送導体構造５５
により生じる伝送損失を効果的に減らすことにより、ビームアンテナ２の最大利得を向上
させる。
【００５１】
　ビームアンテナ５における第１および第２薄膜層５２１、５２２のトリガー粒子５２１
２、５２２２は、エネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であ
ってもよく、窒化ガリウム（ＧａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（
ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化
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ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ

2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはそ
の組み合わせである。さらに、ビームアンテナ５における第１および第２薄膜層５２１、
５２２のトリガー粒子５２１２、５２２２は、有機金属粒子であってもよく、有機金属粒
子の構造は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒであり、Ｍは、金属であり、
ＲおよびＲ’は、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基またはカルボン酸基、ハロゲ
ン化アルキル基、芳香族炭化水素基であってもよく、Ｘは、ハロゲン化合物またはアミン
基である。さらに、Ｍは、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、またはアルミニウム
のうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。このようにして、第１および第
２放射導体ユニット５３、５４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビ
ームアンテナ５の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ５の遠視野放射ビー
ムのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００５２】
　ビームアンテナ５における第１および第２薄膜層５２１、５２２のトリガー粒子５２１
２、５２２２は、また、キレート剤によりキレート化された金属から形成されたキレーシ
ョンであってもよい。キレート剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰ
ＤＣ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメ
チル）ニトロ三酢酸、またはジエチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうち
の少なくとも１つであり、金属は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパ
ラジウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。このようにして、第１
および第２放射導体ユニット５３、５４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減ら
して、ビームアンテナ５の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ５の遠視野
放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００５３】
　ビームアンテナ２と比較して、ビームアンテナ５では、第２材料層５２、第１および第
２薄膜層５２１、５２２、および第１および第２放射導体ユニット５３、５４の配置方向
がビームアンテナ２と異なるが、ビームアンテナ５も第１および第２薄膜層５２１、５２
２におけるトリガー粒子５２１２、５２２２および絶縁ゲル５２１１、５２２１の重量％
を設計することによって、第１および第２放射導体ユニット５３、５４の寄生媒体および
オーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアンテナ５の遠視野放射ビームのパ
ターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。ビームアンテナ５は、また、第１
および第２薄膜層５２１、５２２の厚さｄ１およびｄ２によって第１および第２放射導体
ユニット５３、５４の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビー
ムアンテナ５の全体的放射効率を向上させることができる。さらに、ビームアンテナ５は
、また、第１材料層５１と第２材料５２の間の距離ｓによってビームアンテナ５の指向性
を上げることにより、エネルギー伝送導体構造５５により生じる伝送損失を効果的に減ら
し、ビームアンテナ５の最大利得を向上させることができる。そのため、ビームアンテナ
５もビームアンテナ２と同じ効果を達成することができる。
【００５４】
　ビームアンテナ５のエネルギー伝送導体構造５５は、バイワイヤ伝送線構造であり、ビ
ームアンテナ５を効果的に励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくとも１
つ通信システム帯域の動作周波数をカバーすることができる。エネルギー伝送導体構造５
５は、また、ポゴピン・フィードイン構造、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロスト
リップ伝送線路構造、共平面導波路構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ
、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビームアンテナ５において同じ効果
を達成することができる。
【００５５】
　ビームアンテナ５の信号源５１１は、統合回路５６を介してエネルギー伝送導体構造５
５の第１端子５５１に電気結合または接続される。しかしながら、信号源５１１は、導波
路構造、同軸伝送線構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィー
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ドイン構造、導体弾性片構造、またはマイクロストリップ伝送線構造のうちの１つ、ある
いはその組み合わせを介してエネルギー伝送導体構造５５の第１端子５５１に電気結合ま
たは接続されてもよく、いずれもビームアンテナ５において同じ効果を達成することがで
きる。
【００５６】
　さらに、ビームアンテナ５において、第１放射導体ユニット５３は、共平面導波路構造
５３１を介して第２放射導体ユニット５４に電気結合される。しかしながら、第１放射導
体ユニット５３は、導波路構造、マイクロストリップ伝送線路構造、スロット構造、バイ
ワイヤ伝送線構造、ビアホール導体構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組
み合わせを介して第２放射導体ユニット２４に電気結合または接続されてもよく、いずれ
もビームアンテナ５において同じ効果を達成することができる。
【００５７】
　ビームアンテナ５の第１および第２放射導体ユニット５３、５４は、パッチ構造、短絡
回路構造、メアンダ構造、スロット構造、スリット構造、またはギャップ構造のうちの１
つ、あるいはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ５において同じ効
果を達成することができる。
【００５８】
　図６は、本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。ビ
ームアンテナ６は、第１材料層６１と、第１導体層６１２と、第２材料層６２と、少なく
とも１つの第１薄膜層６２１と、少なくとも１つの第１放射導体ユニット６３と、エネル
ギー伝送導体構造６４とを含む。第１材料層６１は、信号源６１１および第１導体層６１
２を有し、第１導体層６１２は、第１材料層６１の表面に接着され、信号源６１１は、第
１導体層６１２に電気結合または接続される。第２材料層６２は、第２材料層６２の表面
に接着された少なくとも１つの第１薄膜層６２１を有する。第１薄膜層６２１は、絶縁ゲ
ル６２１１と、複数のトリガー粒子６２１２とを含む。絶縁ゲル６２１１は、高分子材料
である。トリガー粒子６２１２は、有機金属粒子、金属キレート、およびエネルギーギャ
ップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくとも１つを含む。トリ
ガー粒子６２１２は、レーザーエネルギーにより照射された時に起動されるよう適合され
、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間である。少なくとも１つ
の第１放射導体ユニット６３は、第１薄膜層６２１の表面に接着され、第１薄膜層６２１
は、第１放射導体ユニット６３と第２材料層６２の間に設置される。少なくとも１つの第
１放射導体ユニット６３は、パッチ構造であり、スリット構造６３１を有する。エネルギ
ー伝送導体構造６４は、ポゴピン・フィードイン構造であり、第１材料層６１と第２材料
層６２の間に配置され、第１端子６４１および第２端子６４２を有する。第１端子６４１
は、信号源６１１に電気結合され、第２端子６４２は、第１放射導体ユニット６３に電気
結合され、ビームアンテナ６を励起して少なくとも１つの共振モードを生成し、少なくと
も１つの通信システム帯域の動作周波数をカバーする。スリット構造６３１のギャップ距
離は、ビームアンテナ６により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．
１９倍である。
【００５９】
　ビームアンテナ６は、特別設計された第１薄膜層６２１および第１導体層６１２を採用
して、第１放射導体ユニット６３の遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアン
テナ６の最大利得を向上させる。ビームアンテナ６は、また、第１薄膜層６２１のトリガ
ー粒子６２１２および絶縁ゲル６２１１の重量％を設計することによって、第１放射導体
ユニット６３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアン
テナ６の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。ト
リガー粒子６２１２は、ビームアンテナ６の第１薄膜層６２１において絶縁ゲル６２１１
の０．１～２８重量％を構成し、第１薄膜層６２１の絶縁ゲル６２１１は、９０００ｃＰ
よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層６２の厚さｔは、ビームアンテナ６
により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍であ
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る。第１薄膜層６２１の厚さｄ１は、１０～２９０μｍである。このようにして、第１放
射導体ユニット６３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテ
ナ６の全体的放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ６の遠視野放射ビームの
パターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。第１材料層６１と第２材料層６
２の間の距離ｓは、ビームアンテナ６により生成された最低共振モードの最小動作周波数
の波長の０．３９倍よりも小さい。このようにして、ビームアンテナ６の指向性を上げて
、エネルギー伝送導体構造６４により生じる伝送損失を効果的に減らすことにより、ビー
ムアンテナ６の最大利得を向上させる。
【００６０】
　ビームアンテナ６における第１薄膜層６２１のトリガー粒子６２１２は、エネルギーギ
ャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であってもよく、窒化ガリウム（Ｇ
ａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミ
ニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、
または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはその組み合わせである。さらに、
ビームアンテナ６における第１薄膜層６２１のトリガー粒子６２１２は、有機金属粒子で
あってもよく、有機金属粒子の構造は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒで
あり、Ｍは、金属であり、ＲおよびＲ’は、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基ま
たはカルボン酸基、ハロゲン化アルキル基、芳香族炭化水素基であってもよく、Ｘは、ハ
ロゲン化合物またはアミン基である。さらに、Ｍは、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム
、銀、またはアルミニウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。この
ようにして、第１放射導体ユニット６３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減ら
して、ビームアンテナ６の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ６の遠視野
放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００６１】
　ビームアンテナ６における第１薄膜層６２１のトリガー粒子６２１２は、また、キレー
ト剤によりキレート化された金属から形成されたキレーションであってもよい。キレート
剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）、エチレンジアミン四酢
酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）ニトロ三酢酸、またはジ
エチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少なくとも１つであり、金属
は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラジウムのうちの１つ、あるい
はその組み合わせである。このようにして、第１放射導体ユニット６３の寄生媒体および
オーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ６の放射効率を向上させることによ
り、ビームアンテナ６の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させるこ
とができる。
【００６２】
　ビームアンテナ４と比較して、ビームアンテナ６の第１放射導体ユニット６３は、パッ
チ構造であり、スロット構造６３１を有する。しかしながら、ビームアンテナ６も第１薄
膜層６２１におけるトリガー粒子６２１２および絶縁ゲル６２１１の重量％を設計するこ
とによって、第１放射導体ユニット６３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減ら
すことにより、ビームアンテナ６の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向
上させる。ビームアンテナ６は、また、第１薄膜層６２１の厚さｄ１によって第１放射導
体ユニット６３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームア
ンテナ６の全体的放射効率を向上させることができる。さらに、ビームアンテナ６は、ま
た、第１材料層６１と第２材料層６２の間の距離ｓによってビームアンテナ６の指向性を
上げることにより、エネルギー伝送導体構造６４により生じる伝送損失を効果的に減らし
、ビームアンテナ６の最大利得を向上させることができる。そのため、ビームアンテナ６
もビームアンテナ４と同じ効果を達成することができる
【００６３】
　ビームアンテナ６のエネルギー伝送導体構造６４は、ポゴピン・フィードイン構造であ
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り、エネルギー伝送導体構造６４は、ビームアンテナ６を効果的に励起して少なくとも１
つの共振モードを生成し、少なくとも１つ通信システム帯域の動作周波数をカバーするこ
とができる。エネルギー伝送導体構造６４は、また、導波路構造、同軸伝送線構造、マイ
クロストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、導体弾性片構
造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビ
ームアンテナ６において同じ効果を達成することができる。
【００６４】
　さらに、ビームアンテナ６の信号源６１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロ
ストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィー
ドイン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを
介してエネルギー伝送導体構造６４の第１端子６４１に電気結合または接続されてもよく
、いずれもビームアンテナ６において同じ効果を達成することができる。
【００６５】
　さらに、ビームアンテナ６の第１放射導体ユニット６３は、パッチ構造、短絡回路構造
、メアンダ構造、スロット構造、スリット構造、またはギャップ構造のうちの１つ、ある
いはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ６において同じ効果を達成
することができる。
【００６６】
　図７は、本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。図
７に示すように、ビームアンテナ７は、第１材料層７１と、第１導体層７１２と、第２材
料層７２と、少なくとも１つの第１薄膜層７２１と、少なくとも１つの第１放射導体ユニ
ット７３と、エネルギー伝送導体構造７４とを含む。第１材料層７１は、信号源７１１お
よび第１導体層７１２を有し、第１導体層７１２は、第１材料層７１の表面に接着され、
信号源７１１は、第１導体層７１２に電気結合または接続される。第２材料層７２は、第
２材料層７２の表面に接着された少なくとも１つの第１薄膜層７２１を有する。第１薄膜
層７２１は、絶縁ゲル７２１１と、複数のトリガー粒子７２１２とを含む。絶縁ゲル７２
１１は、高分子材料である。トリガー粒子７２１２は、有機金属粒子、キレーション、お
よびエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少なくと
も１つを含む。トリガー粒子７２１２は、レーザーエネルギーにより照射された時に起動
されるよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間であ
る。少なくとも１つの第１放射導体ユニット７３は、第１薄膜層７２１の表面に接着され
、第１薄膜層７２１は、第１放射導体ユニット７３と第２材料層７２の間に設置される。
少なくとも１つの第１放射導体ユニット７３は、メアンダ構造７３１およびメアンダ構造
７３２を有する。エネルギー伝送導体構造７４は、ポゴピン・フィードイン構造であり、
第１材料層７１と第２材料層７２の間に配置され、第１端子７４１および第２端子７４２
を有する。第１端子７４１は、信号源７１１に電気結合され、第２端子７４２は、第１放
射導体ユニット７３に電気結合され、ビームアンテナ７を励起して少なくとも１つの共振
モードを生成し、少なくとも１つの通信システム帯域の動作周波数をカバーする。メアン
ダ構造７３１およびメアンダ構造７３２の経路長は、ビームアンテナ７により生成された
最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．３９倍よりも少ない。
【００６７】
　ビームアンテナ７は、特別設計された第１薄膜層７２１および第１導体層７１２を採用
して、第１放射導体ユニット７３の遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアン
テナ７の最大利得を向上させる。ビームアンテナ７は、また、第１薄膜層７２１のトリガ
ー粒子７２１２および絶縁ゲル７２１１の重量％を設計することによって、第１放射導体
ユニット７３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアン
テナ７の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。ト
リガー粒子７２１２は、ビームアンテナ７の第１薄膜層７２１において絶縁ゲル７２１１
の０．１～２８重量％を構成し、第１薄膜層７２１の絶縁ゲル７２１１は、９０００ｃＰ
よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層７２の厚さｔは、ビームアンテナ７
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により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍であ
る。第１薄膜層７２１の厚さｄ１は、１０～２９０μｍである。このようにして、第１放
射導体ユニット７３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテ
ナ７の全体的放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ７の遠視野放射ビームの
パターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。第１材料層７１と第２材料層７
２の間の距離ｓは、ビームアンテナ７により生成された最低共振モードの最小動作周波数
の波長の０．３９倍よりも小さい。このようにして、ビームアンテナ７の指向性を上げて
、エネルギー伝送導体構造７４により生じる伝送損失を効果的に減らすことにより、ビー
ムアンテナ７の最大利得を向上させる。
【００６８】
　ビームアンテナ７における第１薄膜層７２１のトリガー粒子７２１２は、エネルギーギ
ャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であってもよく、窒化ガリウム（Ｇ
ａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミ
ニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、
または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4のうちの１つ）、あるいはその組み合わせである。さらに、
ビームアンテナ７における第１薄膜層７２１のトリガー粒子７２１２は、有機金属粒子で
あってもよく、有機金属粒子の構造は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－Ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒで
あり、Ｍは、金属であり、ＲおよびＲ’は、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基ま
たはカルボン酸基、ハロゲン化アルキル基、芳香族炭化水素基であり、Ｘは、ハロゲン化
合物またはアミン基である。さらに、Ｍは、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、ま
たはアルミニウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。このようにし
て、第１放射導体ユニット７３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビ
ームアンテナ７の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ７の遠視野放射ビー
ムのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００６９】
　ビームアンテナ７における第１薄膜層７２１のトリガー粒子７２１２は、また、キレー
ト剤によりキレート化された金属から形成されたキレーションであってもよい。キレート
剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）、エチレンジアミン四酢
酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）ニトロ三酢酸、またはジ
エチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少なくとも１つであり、金属
は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラジウムのうちの１つ、あるい
はその組み合わせである。このようにして、第１放射導体ユニット７３の寄生媒体および
オーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ７の放射効率を向上させることによ
り、ビームアンテナ７の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させるこ
とができる。
【００７０】
　ビームアンテナ４と比較して、ビームアンテナ７の第１放射導体ユニット７３は、メア
ンダ構造７３１およびメアンダ構造７３２を有する。しかしながら、ビームアンテナ７も
第１薄膜層７２１におけるトリガー粒子７２１２および絶縁ゲル７２１１の重量％を設計
することによって、第１放射導体ユニット７３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的
に減らすことにより、ビームアンテナ７の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果
的に向上させる。ビームアンテナ７は、また、第１薄膜層７２１の厚さｄ１によって第１
放射導体ユニット７３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビ
ームアンテナ７の全体的放射効率を向上させることができる。さらに、ビームアンテナ７
は、また、第１材料層７１と第２材料層７２の間の距離ｓによってビームアンテナ７の指
向性を上げることにより、エネルギー伝送導体構造７４により生じる伝送損失を効果的に
減らし、ビームアンテナ７の最大利得を向上させることができる。そのため、ビームアン
テナ７もビームアンテナ４と同じ効果を達成することができる。
【００７１】
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　ビームアンテナ７のエネルギー伝送導体構造７４は、ポゴピン・フィードイン構造であ
り、エネルギー伝送導体構造７４は、ビームアンテナ７を効果的に励起して少なくとも１
つの共振モードを生成し、少なくとも１つ通信システム帯域の動作周波数をカバーするこ
とができる。エネルギー伝送導体構造７４は、また、導波路構造、同軸伝送線構造、マイ
クロストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、導体弾性片構
造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビ
ームアンテナ７において同じ効果を達成することができる。
【００７２】
　さらに、ビームアンテナ７の信号源７１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロ
ストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィー
ドイン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを
介してエネルギー伝送導体構造７４の第１端子７４１に電気結合または接続されてもよく
、いずれもビームアンテナ７において同じ効果を達成することができる。
【００７３】
　さらに、ビームアンテナ７の第１放射導体ユニット７３は、パッチ構造、短絡回路構造
、メアンダ構造、スロット構造、スリット構造、またはギャップ構造のうちの１つ、ある
いはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ７において同じ効果を達成
することができる。
【００７４】
　ビームアンテナ７によって生成される共振モードは、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ
）システム、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）システム、無線ローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システム、デジタル
テレビ放送（ＤＴＶ）システム、全地球測位システム（ＧＰＳ）、通信衛星システム、お
よびビームフォーミングアンテナアレイシステム、あるいは他の無線またはモバイル通信
システムの動作周波数をカバーするよう設計される。
【００７５】
　図８ａは、本発明のさらに別の実施形態に係るビームアンテナの構造的概略図である。
図８ａに示すように、ビームアンテナ８は、第１材料層８１と、第１導体層８１２と、第
２材料層８２と、少なくとも１つの第１薄膜層８２１と、少なくとも１つの第１放射導体
ユニット８３と、エネルギー伝送導体構造８４とを含む。第１材料層８１は、信号源８１
１および第１導体層８１２を有し、第１導体層８１２は、第１材料層８１の表面に接着さ
れ、信号源８１１は、第１導体層８１２に電気結合または接続される。第２材料層８２は
、第２材料層８２の表面に接着された少なくとも１つの第１薄膜層８２１を有する。第１
薄膜層８２１は、絶縁ゲル８２１１と、複数のトリガー粒子８２１２とを含む。絶縁ゲル
８２１１は、高分子材料である。トリガー粒子８２１２は、有機金属粒子、キレーション
、およびエネルギーギャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料のうちの少な
くとも１つを含む。トリガー粒子８２１２は、レーザーエネルギーにより照射された時に
起動されるよう適合され、レーザーエネルギーの波長は、４３０ｎｍ～１０８０ｎｍの間
である。少なくとも１つの第１放射導体ユニット８３は、第１薄膜層８２１の表面に接着
され、第１薄膜層８２１は、第１放射導体ユニット８３と第２材料層８２の間に設置され
る。少なくとも１つの第１放射導体ユニット８３は、スリット構造８３１およびメアンダ
構造８３２を有する。エネルギー伝送導体構造８４は、ポゴピン・フィードイン構造であ
り、第１材料層８１と第２材料層８２の間に配置され、第１端子８４１および第２端子８
４２を有する。第１端子８４１は、信号源８１１に電気結合され、第２端子８４２は、第
１放射導体ユニット８３に電気結合され、ビームアンテナ８を励起して少なくとも１つの
共振モードを生成し、少なくとも１つの通信システム帯域の動作周波数をカバーする。
【００７６】
　図８ｂは、図８ａのビームアンテナの反射減衰図である。図８ｂに示すように、ビーム
アンテナ８は、共振モード８５および共振モード８６を生成して、それぞれＧＳＭ（glob
al system for mobile communication）８５０システム帯域およびＧＳＭ１８００／１９
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００システム帯域の動作周波数をカバーする。図８ｂは、少なくとも１つの通信システム
帯域の動作周波数をカバーするビームアンテナ８によって生成された少なくとも１つの共
振モードの単なる例であり、本発明の実施形態を限定するものではない。ビームアンテナ
８によって生成される共振モードは、また、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）システム
、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）システム、無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システム、デジタルテレビ放送
（ＤＴＶ）システム、全地球測位システム（ＧＰＳ）、通信衛星システム、およびビーム
フォーミングアンテナアレイシステム、あるいは他の無線またはモバイル通信システムの
動作周波数をカバーするよう設計される。
【００７７】
　ビームアンテナ８は、特別設計された第１薄膜層８２１および第１導体層８１２を採用
して、第１放射導体ユニット８３の遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアン
テナ８の最大利得を向上させる。ビームアンテナ８は、また、第１薄膜層８２１のトリガ
ー粒子８２１２および絶縁ゲル８２１１の重量％を設計することによって、第１放射導体
ユニット８３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビームアン
テナ８の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。ト
リガー粒子８２１２は、ビームアンテナ８の第１薄膜層８２１において絶縁ゲル８２１１
の０．１～２８重量％を構成し、第１薄膜層８２１の絶縁ゲル８２１１は、９０００ｃＰ
よりも小さい粘度を有することができる。第２材料層８２の厚さｔは、ビームアンテナ８
により生成された最低共振モードの最小動作周波数の波長の０．００１～０．１５倍であ
る。第１薄膜層８２１の厚さｄ１は、１０～２９０μｍである。このようにして、第１放
射導体ユニット８３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテ
ナ８の全体的放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ８の遠視野放射ビームの
パターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。第１材料層８１と第２材料層８
２の間の距離ｓは、ビームアンテナ８により生成された最低共振モードの最小動作周波数
の波長の０．３９倍よりも小さい。このようにして、ビームアンテナ８の指向性を上げて
、エネルギー伝送導体構造８４により生じる伝送損失を効果的に減らすことにより、ビー
ムアンテナ８の最大利得を向上させる。
【００７８】
　ビームアンテナ８における第１薄膜層８２１のトリガー粒子８２１２は、エネルギーギ
ャップが３ｅＶより大きいかそれに等しい半導体材料であってもよく、窒化ガリウム（Ｇ
ａＮ）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、二酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ2）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化アルミ
ニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、窒化ホウ素（ＢＮ）、
または窒化ケイ素（Ｓｉ3Ｎ4）のうちの１つ、あるいはその組み合わせである。さらに、
ビームアンテナ８における第１薄膜層８２１のトリガー粒子８２１２は、有機金属粒子で
あってもよく、有機金属粒子の構造は、Ｒ－Ｍ－Ｘ、Ｒ－ｍ－Ｒ’、またはＲ－Ｍ－Ｒで
あり、Ｍは、金属であり、ＲおよびＲ’は、シクロアルキル基、アルキル基、複素環基ま
たはカルボン酸基、ハロゲン化アルキル基、芳香族炭化水素基であり、Ｘは、ハロゲン化
合物またはアミン基である。さらに、Ｍは、金、ニッケル、錫、銅、パラジウム、銀、ま
たはアルミニウムのうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよい。このようにし
て、第１放射導体ユニット８３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らして、ビ
ームアンテナ８の放射効率を向上させることにより、ビームアンテナ８の遠視野放射ビー
ムのパターンカバー範囲を効果的に向上させることができる。
【００７９】
　ビームアンテナ８における第１薄膜層８２１のトリガー粒子８２１２は、また、キレー
ト剤によりキレート化された金属から形成されたキレーションであってもよい。キレート
剤は、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム（ＡＰＤＣ）、エチレンジアミン四酢
酸（ＥＤＴＡ）、ＮＴＡ、Ｎ－Ｎ’－ビス（カルボキシメチル）ニトロ三酢酸、またはジ
エチレントリアミペンタアセテート酸（ＤＴＰＡ）のうちの少なくとも１つであり、金属
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は、金、銀、銅、錫、アルミニウム、ニッケル、またはパラジウムのうちの１つ、あるい
はその組み合わせである。このようにして、第１放射導体ユニット８３の寄生媒体および
オーミックロスを効果的に減らして、ビームアンテナ８の放射効率を向上させることによ
り、ビームアンテナ８の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上させるこ
とができる。
【００８０】
　ビームアンテナ４と比較して、ビームアンテナ８の第１放射導体ユニット８３は、スリ
ット構造８３１およびメアンダ構造８３２を有する。しかしながら、ビームアンテナ８も
第１薄膜層８２１におけるトリガー粒子８２１２および絶縁ゲル８２１１の重量％を設計
することによって、第１放射導体ユニット８３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的
に減らすことにより、ビームアンテナ８の遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果
的に向上させる。ビームアンテナ８は、また、第１薄膜層８２１の厚さｄ１によって第１
放射導体ユニット８３の寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らすことにより、ビ
ームアンテナ８の全体的放射効率を向上させることができる。さらに、ビームアンテナ８
は、また、第１材料層８１と第２材料層８２の間の距離ｓによってビームアンテナ８の指
向性を上げることにより、エネルギー伝送導体構造８４により生じる伝送損失を効果的に
減らし、ビームアンテナ８の最大利得を向上させることができる。そのため、ビームアン
テナ８もビームアンテナ４と同じ効果を達成することができる。
【００８１】
　ビームアンテナ８のエネルギー伝送導体構造８４は、ポゴピン・フィードイン構造であ
り、エネルギー伝送導体構造８４は、ビームアンテナ８を効果的に励起して少なくとも１
つの共振モードを生成し、少なくとも１つ通信システム帯域の動作周波数をカバーするこ
とができる。エネルギー伝送導体構造８４は、また、導波路構造、同軸伝送線構造、マイ
クロストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、導体弾性片構
造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせであってもよく、いずれもビ
ームアンテナ８において同じ効果を達成することができる。
【００８２】
　さらに、ビームアンテナ８の信号源８１１は、導波路構造、同軸伝送線構造、マイクロ
ストリップ伝送線路構造、共平面導波路構造、バイワイヤ伝送線構造、ポゴピン・フィー
ドイン構造、導体弾性片構造、または整合回路のうちの１つ、あるいはその組み合わせを
介してエネルギー伝送導体構造８４の第１端子８４１に電気結合または接続されてもよく
、いずれもビームアンテナ８において同じ効果を達成することができる。
【００８３】
　さらに、ビームアンテナ８の第１放射導体ユニット８３は、パッチ構造、短絡回路構造
、メアンダ構造、スロット構造、スリット構造、またはギャップ構造のうちの１つ、ある
いはその組み合わせを有してもよく、いずれもビームアンテナ８において同じ効果を達成
することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　以上のように、本発明のビームアンテナは、特別設計された薄膜層および導体層を採用
して、ビームアンテナの遠視野放射効率を向上させることにより、ビームアンテナの最大
利得を向上させることができる。ビームアンテナは、また、特別設計された薄膜層のトリ
ガー粒子を採用して、ビームアンテナの寄生媒体およびオーミックロスを効果的に減らす
ことにより、ビームアンテナの遠視野放射ビームのパターンカバー範囲を効果的に向上さ
せる。
【００８５】
　以上のごとく、この発明を実施形態により開示したが、もとより、この発明を限定する
ためのものではなく、当業者であれば容易に理解できるように、この発明の技術思想の範
囲内において、適当な変更ならびに修正が当然なされうるものであるから、その特許権保
護の範囲は、特許請求の範囲および、それと均等な領域を基準として定めなければならな
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い。
【符号の説明】
【００８６】
　１　ビームアンテナ
　１１　　第１材料層
　１１２　　第１導体層
　１２　　第２材料層
　１２１　　第１薄膜層
　１２１１　　絶縁ゲル
　１２１２　　トリガー粒子
　１３　　第１放射導体ユニット
　１４　　エネルギー伝送導体構造
　１４１　　第１端子
　１４２　　第２端子
　２　　ビームアンテナ
　２１　　第１材料層
　２１１　　信号源
　２１２　　第１導体層
　２１３　　マイクロストリップ伝送線構造
　２２　　第２材料層
　２２１　　第１薄膜層
　２２１１、２２２１　　絶縁ゲル
　２２１２、２２２２　　トリガー粒子
　２２２　　第２薄膜層
　２３　　第１放射導体ユニット
　２３１　　スロット構造
　２４　　第２放射導体ユニット
　２５　　エネルギー伝送導体構造
　２５１　　第１端子
　２５２　　第２端子
　３　　ビームアンテナ
　３１　　第１材料層
　３１１　　信号源
　３１２　　第１導体層
　３１３　　マイクロストリップ伝送線構造
　３２　　第２材料層
　３２１　　第１薄膜層
　３２２　　第２薄膜層
　３３　　第１放射導体ユニット
　３４１、３４２、３４３、３４４　　第２放射導体ユニット
　３５　　エネルギー伝送導体構造
　３２１１、３２２１　　絶縁ゲル
　３２１２、３２２２　　トリガー粒子
　４　　ビームアンテナ
　４１　　第１材料層
　４１２　　第１導体層
　４２　　第２材料層
　４２１　　第１薄膜層
　４３　　第１放射導体ユニット
　４４　　エネルギー伝送導体構造
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　４１１　　信号源
　４２１　　第１薄膜層
　４２１１　　絶縁ゲル
　４２１２　　トリガー粒子
　４４１　　第１端子
　４４２　　第２端子
　５　　ビームアンテナ
　５１　　第１材料層
　５１１　　信号源
　５１２　　第１導体層
　５２　　第２材料層
　５２１　　第１薄膜層
　５２２　　第２薄膜層
　５２１１、５２２１　　絶縁ゲル
　５２１２、５２２２　　トリガー粒子
　５３　　第１放射導体ユニット
　５３１　　共平面導波路構造
　５４　　第２放射導体ユニット
　５５　　エネルギー伝送導体構造
　５５１　　第１端子
　５５２　　第２端子
　６　　ビームアンテナ
　６１　　第１材料層
　６１１　　信号源
　６１２　　第１導体層
　６２　　第２材料層
　６２１　　第１薄膜層
　６２１１　　絶縁ゲル
　６２１２　　トリガー粒子
　６３　　第１放射導体ユニット
　６３１　　スリット構造
　６４、６５　　エネルギー伝送導体構造
　６４１　　第１端子
　６４２　　第２端子
　７　　ビームアンテナ
　７１　　第１材料層
　７１１　　信号源
　７１２　　第１導体層
　７２　　第２材料層
　７２１　　第１薄膜層
　７３　　第１放射導体ユニット
　７４　　エネルギー伝送導体構造
　７２１１　　絶縁ゲル
　７２１２　　トリガー粒子
　７３１、７３２　　メアンダ構造
　７４１　　第１端子
　７４２　　第２端子
　８　　ビームアンテナ
　８１　　第１材料層
　８１１　　信号源
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　８１２　　第１導体層
　８２　　第２材料層
　８２１　　第１薄膜層
　８２１１　　絶縁ゲル
　８２１２　　トリガー粒子
　８３　　第１放射導体ユニット
　８３１　　スリット構造
　８３２　　メアンダ構造
　８４　　エネルギー伝送導体構造
　８４１　　第１端子
　８４２　　第２端子
　８５０　　ＧＳＭシステム

【図１】 【図２】
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